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１．概要（Summary） 

現在、半導体のチップサイズの酸素センサが無い。現

状では、数 cm サイズと大きなバルク yttria-stabilized- 

zirconia(YSZ)を 500℃に加熱する必要性から、消費電

力が数Wと高く、電源ONから測定まで数分かかるという

問題もある。今回、MEMS 技術を応用したマイクロヒータ

ー上に薄膜化した YSZ センシング部を積層してチップサ

イズの低消費電力、高速応答可能な MEMS 型酸素セン

サを実現した。 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

両面マスクアライナー、深堀りドライエッチング装置 1、

電子線蒸着装置 

【実験方法】 

Si 基板上にマイクロヒーターと薄膜型 YSZ センシング

部を積層し、最後に裏面から Si基板をDRIE法でエッチ

ングして、MEMS 型酸素センサを作成した。ドライエアと

窒素ガスを混合することで酸素濃度を調整し、酸素セン

サ特性を評価した。 
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Fig. 1 Optical image of MEMS oxygen sensor. 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

今回作成した MEMS 型酸素センサの表面写真を Fig.1

に示す。青く見える部分は Si基板を除去した部分であり、

薄膜だけが残っている。Pt ヒーターのジュール熱で薄膜

だけが加熱されるため、0.1W で 600℃以上に上昇させる

ことが可能である。 

MEMS型酸素センサのセンシング特性 Fig.2 に示す。

0.8V 以上では電流が飽和し、飽和電流値が酸素濃度に

比例することを確認した。また、応答時間も 1 秒と大幅に

短縮されることも確認された。 
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Fig. 2 Oxygen sensing characteristics. 
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